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Существующая модель фотоэмиссии из p+ - GaAs(Cs,O) фотокатода предполагает, что значительная доля фотоэлектронов, движущихся к его эмитирующей поверхности из объёма полупроводника, не может выйти в вакуум из-за отражения туннельно-прозрачным барьером, связанным с (Cs,O) – слоем. В результате отражения вероятность выхода (Ре) фотоэлектронов в вакуум снижается до величины, меньшей единицы. Исследования фотоэмиссии из 
p+ - GaAs(Cs,O) в процессе формирования (Cs,O) – слоя не выявили возникновения такого барьера. В данной работе обсуждается альтернативная модель, объясняющая Ре < 1. В этой модели энергия значительной доли фотоэлектронов снижается ниже уровня вакуума из-за их неупругого рассеяния на интерфейсе, вызванного их взаимодействием с поверхностными фононами и «дырочными» плазмонами. Вероятность неупругого рассеяния фотоэлектронов увеличивается с увеличением толщины неупорядоченного (Cs,O) – слоя. Поскольку компоненты электрических полей поверхностных фононов и плазмонов, параллельные поверхности, сохраняются на интерфейсе, то неупругое рассеяние фотоэлектронов происходит не только в приповерхностной области пространственного заряда полупроводника, но и на вакуумной стороне интерфейса.
Для изучения закономерностей неупругого рассеяния фотоэлектронов на границе раздела p+ - GaAs(Cs,O) – вакуум измерялись энергетические и угловые распределения эмитированных фотоэлектронов. Для проведения таких измерений использовались миниатюрные электронные спектрометры оригинальной конструкции, сохраняющие эмиссионные свойства фотокатодов в течение многих лет. Разделение вкладов электрон – фононного и электрон – плазмонного рассеяния осуществлялось путём использования фотокатодов с разными концентрациями свободных дырок. Исследования фотоэмиссии проводились в интервале температур 4.2 – 330 К [1,2].

Анализ полученных результатов и их сопоставление с результатами измерений характеристических потерь энергии медленных электронов на поверхности 
p+ - GaAs, привели нас к выводу о том, что величина Ре действительно ограничивается неупругим рассеянием фотоэлектронов на поверхностных плазмонах и фононах. 
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